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Paraxialis kozelités

1°=0,01745329 rad sin (1°) = 0,017452406  —— S:Pn(‘P) = 0,0051%

¢ —sin(Q) _ 0.12%
P

5°=0,087266 rad sin (5°) = 0,087155



Paraxialis kozelités
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Paraxialis kozelites
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A tavesé miikodése

Exit pupil

Szognagyitas: N, = B/a = N, = 1}/1;



Young interferencia
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Young interferencia
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Young interferencia

legyen oy az els6 maximum helye



Michelson interferométer
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Sagnac interferométer
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Sagnac interferométer
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Sagnac interferométer
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Fraunhofer elhajlas résen







Fraunhofer elhajlas kor alaku nyilason
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Optikai eszk6zok feloldoképessége

Figure 10.24 Overlapping images.
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Figure 10.25 Overlapping images.




Nagyfeloldasu fotolitografia
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Korai IC (1973)

Meméria chip (1997)



Nagyfeloldasu fotolitografia
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Nagyfeloldasu fotolitografia
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Nagyfeloldasu fotolitografia

Feloldéképesség: 1
W=K, —
NA
Meélységélesség: 2
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A fény polarizacioja



A fény polarizacioja







LCD Kkijelzok miikodése




A holografia alapjai
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rekonstrualo nyalab

rekonstrualt nyalab



Az erosités feltétele: A, + A, = A
A, =Asina A',=Asin
Tehat:

Asma+Asin f=41

.i +sin [ /1 =A
28N 28N

SIn &
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Mi a helyzet a masodik szomszédokkal?
A, =2Asina A', =2Asin
Tehat:

2Asma +2Asin f =24

Szintén erosites!



rekonstrualt nyalab



Referencia nyalab
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